
【电子书】2024年中国

9 电子技术考研精品资料



                                                                 

                                                                              考研精品资料 

 第 2 页 共 588 

页 

 

【初试】2024 年中国矿业大学（北京）839 模拟电子技术考研精品资料 

 

说明：本套考研资料由本机构多位高分研究生潜心整理编写，2024年考研初试首选资料。 

一、中国矿业大学（北京）839 模拟电子技术考研真题及重点名校真题汇编及考研大纲 

0．中国矿业大学（北京）839 模拟电子技术 2005-2007年考研真题，暂无答案。 

说明：分析历年考研真题可以把握出题脉络，了解考题难度、风格，侧重点等，为考研复习指明方向。青 

 

1．附赠重点名校：模拟电子技术 2010-2022年考研真题汇编（暂无答案） 

说明：赠送重点名校考研真题汇编，因不同院校真题相似性极高，甚至部分考题完全相同，建议考生备考

过程中认真研究其他院校的考研真题。 

 

2.中国矿业大学（北京）839 模拟电子技术考研大纲 

①2021 年中国矿业大学（北京）839模拟电子技术考研大纲。 

②2023 年中国矿业大学（北京）839模拟电子技术考研大纲。 

说明：考研大纲给出了考试范围及考试内容，是考研出题的重要依据，同时也是分清重难点进行针对性复

习的首选资料，本项为免费提供。 

 

二、2024 年中国矿业大学（北京）839模拟电子技术考研资料 

3．《模拟电子技术基础》（1-4 章，6-9 章）考研相关资料 

（1）《模拟电子技术基础》（1-4章，6-9章）[笔记+提纲] 

①2024 年中国矿业大学（北京）839模拟电子技术之《模拟电子技术基础》考研复习笔记。 

说明：本书重点复习笔记，条理清晰，重难点突出，提高复习效率，基础强化阶段必备资料。 

②2024 年中国矿业大学（北京）839模拟电子技术之《模拟电子技术基础》复习提纲。 

说明：该科目复习重难点提纲，提炼出重难点，有的放矢，提高复习针对性。 

 

三、资料全国统一零售价 

4．本套考研资料包含以上一、二部分（不含教材），全国统一零售价：[￥] 

特别说明： 

①本套资料由本机构编写组按照考试大纲、真题、指定参考书等公开信息整理收集编写，仅供考研复习参

考，与目标学校及研究生院官方无关，如有侵权、请联系我们将立即处理。 

②资料中若有真题及课件为免费赠送，仅供参考，版权归属学校及制作老师，在此对版权所有者表示感谢，

如有异议及不妥，请联系我们，我们将无条件立即处理！ 

 

四、2024 年研究生入学考试指定/推荐参考书目（资料不包括教材） 

5．中国矿业大学（北京）839 模拟电子技术考研初试参考书 

童诗白、华成英等编著的《模拟电子技术基础》（第三版）（高等教育出版社，北京），内容涵盖该教材

的第一至四章、六至九章 

 

五、本套考研资料适用学院和专业 
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机电与信息工程学院：信息与通信工程 

 

版权声明 

 

编写组依法对本书享有专有著作权，同时我们尊重知识产权，对本电子书部分内容参考和引用的市面

上已出版或发行图书及来自互联网等资料的文字、图片、表格数据等资料，均要求注明作者和来源。但由

于各种原因，如资料引用时未能联系上作者或者无法确认内容来源等，因而有部分未注明作者或来源，在

此对原作者或权利人表示感谢。若使用过程中对本书有任何异议请直接联系我们，我们会在第一时间与您

沟通处理。 

因编撰此电子书属于首次，加之作者水平和时间所限，书中错漏之处在所难免，恳切希望广大考生读

者批评指正。 
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2024年中国矿业大学（北京）839 模拟电子技术备考信息 

 

中国矿业大学（北京）839模拟电子技术考研初试参考书目 

童诗白、华成英等编著的《模拟电子技术基础》（第三版）（高等教育出版社，北京），内容涵盖该教材

的第一至四章、六至九章 

 

中国矿业大学（北京）839模拟电子技术考研招生适用院系 

机电与信息工程学院：信息与通信工程 
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中国矿业大学（北京）839模拟电子技术历年真题汇编 

 

中国矿业大学（北京）839模拟电子技术 2005 年考研真题（暂无答案） 
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中国矿业大学（北京）839模拟电子技术 2006 年考研真题（暂无答案） 
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中国矿业大学（北京）839模拟电子技术考研大纲 

 

2023 年中国矿业大学（北京）839 模拟电子技术考研大纲 

 

《模拟电子技术》考试大纲 

 

学院（盖章）：                               负责人（签字）： 

专业代码：081001、081002           专业名称：通信与信息系统、信号与信息处理  

考试科目代码：839                   考试科目名称：模拟电子技术 

1考试内容  

试题以童诗白、华成英等编著的《模拟电子技术基础》（第三版）（高等教育出版社，

北京）为蓝本，内容涵盖该教材的第一至四章、六至九章，共八章内容。内容包括：半导

体器件、基本放大电路、多级放大电路、集成运算放大电路、放大电路中的反馈、信号的

运算和处理、波形的发生和信号的转换、功率放大电路，共八章。 

试题重点考查的内容： 

第一章  半导体器件 

（1）掌握 PN 结的单向导电性，二极管、三极管的结构、工作原理、主要参数及外部

特性，达到能正确使用的目的。 

（2）了解场效应管的基本结构和原理。 

第二章  基本放大电路     

（1）放大电路是模拟电子技术的重点内容。要求掌握放大电路的静态分析和动态分析。

重点掌握基本放大电路的概念、原理和基本分析方法，以及静态工作点、电压放大倍数、

输入、输出电阻的计算。 

（2）掌握共集放大电路的简单计算、电路特点。 

第三章 多级放大电路 

本章重点理解基本概念：多级放大电路的各种耦合方式及特点、零点漂移现象、差分

电路的组成、原理及应用、共模信号、差模信号、共模抑制比以及多级放大电路的放大倍

数、输入电阻、输出电阻。 

第四章   集成运算放大电路    

熟悉集成运算放大电路的组成及各部分的作用，正确理解主要参数的物理意义及使用

注意事项。 

  

 第六章 放大电路中的反馈 

理解反馈的概念、反馈的类型和负反馈对放大器性能的影响，能识别判断电路是否引

入了反馈、反馈的性质及负反馈组态。 

第七章 信号的运算和处理   

（1）掌握比例、加减、积分、微分电路的工作原理及运算关系，能够运用“虚断”、

“虚短”的概念进行各种运算电路的分析计算。 

（2）掌握有源滤波电路概念，并能进行分析计算。 

第八章 波形的发生和信号的转换 

（1）掌握电路产生正弦波震荡的幅值平衡条件和相位平衡条件，以及 RC 桥式震荡电

路的组成、起振条件和震荡频率。 

（2）掌握由集成运放构成的电压比较器、矩形波、三角波和锯齿波发生电路的工作原

理、波形分析和有关参数。 

第九章 功率放大电路   
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（1）掌握晶体管的甲类、乙类、甲乙类工作状态，最大输出功率，转换效率。 

（2）理解功率放大电路的组成原则，掌握 OCL电路的工作原理。 

2考试的基本要求  

（1）基本概念要清楚。在理解的基础上，会灵活应用，切忌死记硬背。 

（2）对知识要会综合运用。复习时要注意教材各章节之间的联系，后续章节如何使用

前述章节的内容进行分析问题、解决问题，注意前后呼应，融会贯通。  

（3）波形发生电路作图时注意标注相应的关键值。  

3考试基本题型  

基本题型可能有：判断题、计算题、作图题和论述题等。  
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2021 年中国矿业大学（北京）839 模拟电子技术考研大纲 

 

1考试内容  

试题以童诗白、华成英等编著的《模拟电子技术基础》（第三版）（高等教育出版社，北京）为蓝本，内

容涵盖该教材的第一至四章、六至九章，共八章内容。内容包括：半导体器件、基本放大电路、多级放大

电路、集成运算放大电路、放大电路中的反馈、信号的运算和处理、波形的发生和信号的转换、功率放大

电路，共八章。 

试题重点考查的内容： 

第一章  半导体器件 

（1）掌握 PN结的单向导电性，二极管、三极管的结构、工作原理、主要参数及外部特性，达到能正确使

用的目的。 

（2）了解场效应管的基本结构和原理。 

第二章  基本放大电路     

（1）放大电路是模拟电子技术的重点内容。要求掌握放大电路的静态分析和动态分析。重点掌握基本放

大电路的概念、原理和基本分析方法，以及静态工作点、电压放大倍数、输入、输出电阻的计算。 

（2）掌握共集放大电路的简单计算、电路特点。 

第三章 多级放大电路 

本章重点理解基本概念：多级放大电路的各种耦合方式及特点、零点漂移现象、差分电路的组成、原理及

应用、共模信号、差模信号、共模抑制比以及多级放大电路的放大倍数、输入电阻、输出电阻。 

第四章   集成运算放大电路    

熟悉集成运算放大电路的组成及各部分的作用，正确理解主要参数的物理意义及使用注意事项。 

  

 第六章 放大电路中的反馈 

理解反馈的概念、反馈的类型和负反馈对放大器性能的影响，能识别判断电路是否引入了反馈、反馈的性

质及负反馈组态。 

第七章 信号的运算和处理   

（1）掌握比例、加减、积分、微分电路的工作原理及运算关系，能够运用“虚断”、“虚短”的概念进

行各种运算电路的分析计算。 

（2）掌握有源滤波电路概念，并能进行分析计算。 

第八章 波形的发生和信号的转换 

（1）掌握电路产生正弦波震荡的幅值平衡条件和相位平衡条件，以及 RC桥式震荡电路的组成、起振条件

和震荡频率。 

（2）掌握由集成运放构成的电压比较器、矩形波、三角波和锯齿波发生电路的工作原理、波形分析和有

关参数。 

第九章 功率放大电路   

（1）掌握晶体管的甲类、乙类、甲乙类工作状态，最大输出功率，转换效率。 

（2）理解功率放大电路的组成原则，掌握 OCL电路的工作原理。 

2考试的基本要求  

（1）基本概念要清楚。在理解的基础上，会灵活应用，切忌死记硬背。 

（2）对知识要会综合运用。复习时要注意教材各章节之间的联系，后续章节如何使用前述章节的内容进

行分析问题、解决问题，注意前后呼应，融会贯通。  

（3）波形发生电路作图时注意标注相应的关键值。  

3考试基本题型  

基本题型可能有：判断题、计算题、作图题和论述题等。  
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2024年中国矿业大学（北京）839模拟电子技术考研核心笔记 

 

《模拟电子技术基础》考研核心笔记 

 

第 1 章  半导体基础知识 

 

考研提纲及考试要求 

 

考点：半导体及其导电性能 

考点：本征半导体的结构及其导电性能 

考点：半导体的本征激发与复合现象 

考点：半导体的导电机理 

考点：杂质半导体 

考点：PN 结的形成及其单向导电性 

考点：PN 结伏安特性考点： 

 

考研核心笔记 

【核心笔记】常用半导体器件 

1.半导体及其导电性能 

根据物体的导电能力的不同，电工材料可分为三类：导体、半导体和绝缘体。半导体可以定义为导电

性能介于导体和绝缘体之间的电工材料，半导体的电阻率为 10-3～10-9•cm。典型的半导体有硅 Si 和锗 Ge

以及砷化镓 GaAs 等。半导体的导电能力在不同的条件下有很大的差别：当受外界热和光的作用时，它的

导电能力明显变化；往纯净的半导体中掺入某些特定的杂质元素时，会使它的导电能力具有可控性；这些

特殊的性质决定了半导体可以制成各种器件。 

 

2.本征半导体的结构及其导电性能 

本征半导体是纯净的、没有结构缺陷的半导体单晶。制造半导体器件的半导体材料的纯度要达到

99.9999999%，常称为“九个 9”，它在物理结构上为共价键、呈单晶体形态。在热力学温度零度和没有外

界激发时,本征半导体不导电。 

 

3.半导体的本征激发与复合现象 

当导体处于热力学温度 0K 时，导体中没有自由电子。当温度升高或受到光的照射时，价电子能量增

高，有的价电子可以挣脱原子核的束缚而参与导电，成为自由电子。这一现象称为本征激发（也称热激发）。

因热激发而出现的自由电子和空穴是同时成对出现的，称为电子空穴对。 

游离的部分自由电子也可能回到空穴中去，称为复合。 

在一定温度下本征激发和复合会达到动态平衡，此时，载流子浓度一定，且自由电子数和空穴数相等。 

 

4.半导体的导电机理 

自由电子的定向运动形成了电子电流，空穴的定向运动也可形成空穴电流，因此，在半导体中有自由

电子和空穴两种承载电流的粒子（即载流子），这是半导体的特殊性质。空穴导电的实质是:相邻原子中的

价电子（共价键中的束缚电子）依次填补空穴而形成电流。由于电子带负电，而电子的运动与空穴的运动

方向相反，因此认为空穴带正电。 
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5.杂质半导体 

掺入杂质的本征半导体称为杂质半导体。杂质半导体是半导体器件的基本材料。在本征半导体中掺入

五价元素（如磷），就形成 N 型（电子型）半导体；掺入三价元素（如硼、镓、铟等）就形成 P 型（空穴

型）半导体。杂质半导体的导电性能与其掺杂浓度和温度有关，掺杂浓度越大、温度越高，其导电能力越

强。 

在 N 型半导体中，电子是多数载流子，空穴是少数载流子。 

多子（自由电子）的数量＝正离子数＋少子（空穴）的数量 

在 P 型半导体中，空穴是多数载流子，电子是少数载流子。 

多子（空穴）的数量＝负离子数＋少子（自由电子）的数量 

 

6.PN 结的形成及其单向导电性 

半导体中的载流子有两种有序运动：载流子在浓度差作用下的扩散运动和电场作用下的漂移运动。同

一块半导体单晶上形成 P 型和 N 型半导体区域，在这两个区域的交界处，当多子扩散与少子漂移达到动态

平衡时，空间电荷区（亦称为耗尽层或势垒区）的宽度基本上稳定下来，PN 结就形成了。 

当 P 区的电位高于 N 区的电位时，称为加正向电压（或称为正向偏置），此时，PN 结导通，呈现低

电阻，流过 mA 级电流，相当于开关闭合； 

当 N 区的电位高于 P 区的电位时，称为加反向电压（或称为反向偏置），此时，PN 结截止，呈现高

电阻，流过μA 级电流，相当于开关断开。 

PN 结是半导体的基本结构单元，其基本特性是单向导电性：即当外加电压极性不同时，PN 结表现出

截然不同的导电性能。 

PN 结加正向电压时，呈现低电阻，具有较大的正向扩散电流；PN 结加反向电压时，呈现高电阻，具

有很小的反向漂移电流。这正是 PN 结具有单向导电性的具体表现。 

 

7.PN 结伏安特性 

PN 结伏安特性方程： 









−= 1TU

u

S eIi
 

式中：Is 为反向饱和电流；UT为温度电压当量，当 T＝300K 时， TU ≈26mV 

当 u＞0 且 u>> TU 时，
TU

u

SeIi 
，伏安特性呈非线性指数规律； 

当 u＜0 且︱u︱>> TU 时，
0− SIi
，电流基本与 u 无关；由此亦可说明 PN 结具有单向导电性能。 

PN 结的反向击穿特性：当 PN 结的反向电压增大到一定值时，反向电流随电压数值的增加而急剧增大。

PN 结的反向击穿有两类：齐纳击穿和雪崩击穿。无论发生哪种击穿，若对其电流不加以限制，都可能造

成 PN 结的永久性损坏。 

 

8.PN 结温度特性 

当温度升高时，PN 结的反向电流增大，正向导通电压减小。这也是半导体器件热稳定性差的主要原

因。 

 

9.PN 结电容效应 

PN 结具有一定的电容效应，它由两方面的因素决定:一是势垒电容 CB，二是扩散电容 CD，它们均为

非线性电容。 
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势垒电容是耗尽层变化所等效的电容。势垒电容与 PN 结的面积、空间电荷区的宽度和外加电压等因

素有关。 

扩散电容是扩散区内电荷的积累和释放所等效的电容。扩散电容与 PN结正向电流和温度等因素有关。 

PN 结电容由势垒电容和扩散电容组成。PN 结正向偏置时，以扩散电容为主；反向偏置时以势垒电容

为主。只有在信号频率较高时，才考虑结电容的作用。 

【核心笔记】半导体二极管 

1.半导体二极管的几种常见结构及其应用场合 

在 PN 结上加上引线和封装，就成为一个二极管。二极管按结构分为点接触型、面接触型和平面型三

大类。 

点接触型二极管 PN 结面积小，结电容小，常用于检波和变频等高频电路。面接触型二极管 PN 结面

积大，结电容大，用于工频大电流整流电路。平面型二极管 PN 结面积可大可小，PN 结面积大的，主要用

于功率整流；结面积小的可作为数字脉冲电路中的开关管。 

 

2.二极管的伏安特性以及与 PN 结伏安特性的区别 

半导体二极管的伏安特性曲线，处于第一象限的是正向伏安特性曲线，处于第三象限的是反向伏安特

性曲线。 

（1）正向特性：当 V＞0，即处于正向特性区域。正向区又分为两段： 

①当 0＜V＜Uon时，正向电流为零，Uon 称为死区电压或开启电压。 

②当 V＞Uon 时，开始出现正向电流，并按指数规律增长。 

（2）反向特性：当 V＜0 时，即处于反向特性区域。反向区也分两个区域： 

①当 VBR＜V＜0 时，反向电流很小，且基本不随反向电压的变化而变化，此时的反向电流也称反向饱

和电流 IS。 

②当 V≤VBR时，反向电流急剧增加，VBR称为反向击穿电压。 

从击穿的机理上看，硅二极管若|VBR|≥7V 时，主要是雪崩击穿；若 VBR≤4V 则主要是齐纳击穿，当

在 4V～7V 之间两种击穿都有，有可能获得零温度系数点。 

（3）二极管的伏安特性与 PN 结伏安特性的区别：二极管的基本特性就是 PN 结的特性。与理想 PN

结不同的是，正向特性上二极管存在一个开启电压 Uon。一般，硅二极管的 Uon=0.5V 左右，锗二极管的

Uon=0.1V 左右；二极管的反向饱和电流比 PN 结大。 

 

3.温度对二极管伏安特性的影响 

温度对二极管的性能有较大的影响，温度升高时，反向电流将呈指数规律增加，硅二极管温度每增加

8℃，反向电流将约增加一倍；锗二极管温度每增加 12℃，反向电流大约增加一倍。 

另外，温度升高时，二极管的正向压降将减小，每增加 1℃，正向压降 UD大约减小 2mV，即具有负

的温度系数。 

 

4.二极管的等效电路（或称为等效模型） 

（1）理想模型：即正向偏置时管压降为 0，导通电阻为 0；反向偏置时，电流为 0，电阻为∞。适用

于信号电压远大于二极管压降时的近似分析。 

（2）简化电路模型：是根据二极管伏安特性曲线近似建立的模型，它用两段直线逼近伏安特性，即

正向导通时压降为一个常量 Uon；截止时反向电流为 0。 

（3）小信号电路模型：即在微小变化范围内，将二极管近似看成线性器件而将它等效为一个动态电

阻 rD。这种模型仅限于用来计算叠加在直流工作点 Q 上的微小电压或电流变化时的响应。 

 

5.二极管的主要参数 
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（1）最大整流电流 IＦ：二极管长期工作允许通过的最大正向电流。在规定的散热条件下，二极管正

向平均电流若超过此值，则会因结温过高而烧坏。 

（2）最高反向工作电压 UBR：二极管工作时允许外加的最大反向电压。若超过此值，则二极管可能因

反向击穿而损坏。一般取 UBR值的一半。 

（3）电流 IR：二极管未击穿时的反向电流。对温度敏感。IR越小，则二极管的单向导电性越好。 

（4）最高工作频率 fM：二极管正常工作的上限频率。若超过此值，会因结电容的作用而影响其单向

导电性。 

 

6.稳压二极管（稳压管）及其伏安特性 

稳压管是一种特殊的面接触型半导体二极管，通过反向击穿特性实现稳压作用。稳压管的伏安特性与

普通二极管类似，其正向特性为指数曲线；当外加反压的数值增大到一定程度时则发生击穿，击穿曲线很

陡，几乎平行于纵轴，当电流在一定范围内时，稳压管表现出很好的稳压特性。 

 

7.稳压管等效电路 

稳压管等效电路由两条并联支路构成： 

（1）加正向电压以及加反向电压而未击穿时，与普通硅管的特性相同； 

（2）加反向电压且击穿后，相当于理想二极管、电压源 Uz 和动态电阻 rz 的串联。如 P16 图 1.18 所

示。 

 

8.稳压管的主要参数 

（1）稳定电压 UZ：规定电流下稳压管的反向击穿电压。 

（2）最大稳定工作电流 IZMAX 和最小稳定工作电流 IZMIN：稳压管的最大稳定工作电流取决于最大耗

散功率，即 PZmax=UZIZmax。而 Izmin对应 UZmin。若 IZ＜IZmin，则不能稳压。 

（3）额定功耗 PZM：PZM＝UZIZMAX，超过此值，管子会因结温升太高而烧坏。 

（4）动态电阻 rZ：rz=VZ/IZ，其概念与一般二极管的动态电阻相同，只不过稳压二极管的动态电阻

是从它的反向特性上求取的。RZ 愈小，反映稳压管的击穿特性愈陡，稳压效果愈好。 

（5）温度系数α：温度的变化将使 UZ改变，在稳压管中，当 UZ＞7V 时，UZ 具有正温度系数，反

向击穿是雪崩击穿；当 UZ＜4V 时，UZ具有负温度系数，反向击穿是齐纳击穿；当 4V＜VZ＜7V 时，

稳压管可以获得接近零的温度系数。这样的稳压二极管可以作为标准稳压管使用。 

 

9.稳压管稳压电路 

稳压二极管在工作时应反接，并串入一只电阻。电阻有两个作用：一是起限流作用，以保护稳压管；

二是当输入电压或负载电流变化时，通过该电阻上电压降的变化，取出误差信号以调节稳压管的工作电流，

从而起到稳压作用。 

 

10.特殊二极管 

与普通二极管一样，特殊二极管也具有单向导电性。利用 PN 结击穿时的特性可制成稳压二极管，利

用发光材料可制成发光二极管，利用 PN 结的光敏特性可制成光电二极管。 

【核心笔记】双极型晶体管 

1.晶体管的主要类型和应用场合 

双极型晶体管 BJT 是通过一定的工艺，将两个 PN 结接合在一起而构成的器件，是放大电路的核心元

件，它能控制能量的转换，将输入的任何微小变化不失真地放大输出，放大的对象是变化量。 
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2024年中国矿业大学（北京）839模拟电子技术考研复习提纲 

 

《模拟电子技术基础》考研复习提纲 
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2024年中国矿业大学（北京）839模拟电子技术考研核心题库 

 

《模拟电子技术基础》考研核心题库之计算题精编 

 

1． 在下图所示放大电路中，已知 ，场效应管参数为 ， 。设 在

交流通路中可视为短路。 

（1）求电阻 和静态电流 ； 

（2）求正常放大条件下 可能的最大值[提示：正常放大时，工作点落在放大区（即恒流区）]； 

（3）设 可忽略，在上述条件下计算 和 。 

 

图 

【答案】（1）求 和  

 

 

（2）求  

为使 Q点落在放大区，应满足：  

即：  

 

 

（3）计算 和  

当 时， 

 

忽略 的影响，可得： 
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2． 如图 1 所示功放电路中，已知运算放大器 A 具有理想特性，其最大输出电压幅度为 ，最大输出

电流为 ， ，输入电压  

（1）为获得最大输出功率，三极管的 值至少应为多少？ 

（2）电路的最大输出功率  （忽略三极管的饱和压降和交越失真）； 

（3）该电路的电压放大倍数 =？ 

 

图 1 

【答案】如图 2 所示电路为运放驱动的 OCL 功率放大器。 

 

图 2 

（1）已知运放最大输出为 ， 

所以 最大电压 9.3V, 

 

又知运放最大输出电流为 ， 

所以  

（2）忽略三极管的饱和压降和交越失真时， 

 

（3）电路是电压并联负反馈， 

 

 

3． 场效应管具有较高的输入阻抗，用场效应管放大电路作多级放大器的输入级，可大大提高电路的输入

电 阻 。 由 场 效 应 管 和 晶 体 管 组 成 的 放 大 电 路 如 图 （ a ） 所 示 ， 已 知 电 路 中

,设电容 C 的容量足够大，试问当要求电路总的电压放大倍数

时，场效应管的跨导 至少应为多少？ 

【答案】如图（a）所示两级放大器中，第一级是由场效应管组成的共源放大器，第二级为 组成

的放大器。首先画出第二级的微变等效电路如图（b）所示，图中，  
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图 

依题意要求 。电路中由 和 晶体管组成的放大电路各参数均已知，这样，

可先求这部分的增益 ，然后由 确定 的范围，进而定出 的大小。 

由图（b）可知 

 

因 

 

故 

 

由此求得 

 

于是可求 

 

 

将 代入上式得 

 

所以 
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第二级的输入电阻 为第一级的负载电阻， 为 

 

 

由上式可见 

 

所以 

 

由第一级场效应管放大器微变等效电路可知 

 

依题意 

 

而 

 

所以 

 

 

4． 下图所示的稳压电路，已知稳压管的 ，负载电阻的最大值

。 

（1）确定 R； 

（2）确定最小允许的 值； 

（3）若 ，当 增加 1V时，求 。的值。 

 

图 

【答案】（1）当 时，  

由电路基本原理，可知： 

 

解得：  

（2）当 最小时，  

 

将 和 =5mA代入 
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2024 年中国矿业大学（北京）839 模拟电子技术考研题库[仿真+强化+冲刺] 

 

中国矿业大学（北京）839模拟电子技术考研仿真五套模拟题 

 

2024 年模拟电子技术基础五套仿真模拟题及详细答案解析（一） 

 

一、分析计算题 

1． 电路如图所示，三极管的 均为 50， 和二极管正向管压降 为 0.7V。 

(1)估算静态工作点； 

(2)估算差模电压放大倍数 ； 

(3)估算差模输入电阻 和输出电阻 。 

 

图 

【答案】根据题意对这类把恒流源电路作射极电阻的差分放大电路进行分析。 

(1)  

 

 

 

(2)  

 

(3)  

 

 

2． 下图是由理想运放 和 组成的半导体三极管 值测量电路。 

(1)设三极管 T 为硅管，你能否标出 e、b、c各点电压的大致数值？ 

(2)若电压表的读数为 ，试求被测三极管的 值。 
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图 

【答案】这是一个运用虚短、虚断概念的问题。 

(1)求三极管 e、b、c各点电压。 

对于 ，输入端有 ，因而可得三极管 T的集电极电压 

 

对于 输入端有 ，由此可求出 

 

和  

(2)求 。 

考虑到流入运放输入端的电流为零，有 

 

 

 

 

3． 用集成运放构成的直流稳压电路如图所示。 

(1)已知 ，当 动端调至中间位置时， ，求 ； 

(2)确定输出电压调节范围； 

(3)为保证输出电压调节范围，试问 至少应为多少？ 

(4)说明电路中各元件的作用。 

 

图 

【答案】(1)根据稳压电路原理可知 

 

即 

 

解得 

 

(2)当 动端调至最上端时有 
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当 动端调至最下端时有 

 

输出电压调节范围为 。 

(3)为保证 在以上调节范围内可调，电路的输入电压的最小值 

 

(4)电路中 构成复合管作调整管； 组成采样电路； 组成基准电压环节；运放 A

为比较放大器； 及 D组成启动电路，当电源合上瞬间，输出电压尚未建立，如无启动电路稳压管会

因无工作电流而不能产生基准电压，加启动电路后，当 ，D导通， 经 和 D向稳压管提供工作

电流，使电路进入正常工作，而当输出电压建立后，D便截止，启动电路不影响电路正常工作状态。 

 

4． 电路如图(a)所示。已知：  

， 场 效 应 管 的 ，

。试求该电路的上限截止频率 。 

 

图 

【答案】先求静态工作点。设 T工作于恒流区，则由该电路及 T的转移特性曲线函数表达式有方程组： 

 

即 

 

联解该方程组得： ，其中 已经大于 ，不合题意，舍去。 

故 又因 

 

 

由于 ，T工作于恒流区，所设正确。 

再求 及场效应管的 的密勒电容 ： 
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画该放大电路髙频时的等效电路，如图(b)所示。其中 

 

 

由于信号源无内阻，为恒压源，故 不影响放大电路的高频区特性。 只与输出回路有关，其值为 

 

 

 

5 ．  理 想 运放 组 成的 波 形产 生 电路 如 图 (a) 所 示 。已 知 稳压 二 极管 性 能 相 同 ，

 

(1)试画出 和 的波形。 

(2)若要求电路的振荡频率 ，试确定电容 C的数值。 

 

图 

【答案】(1)若电路接通电源后，反相滞回比较器 的 时，反相积分器

的 线性降低，而反相放大器 的输出 则线性升高。当 升高到 的上门限 时， 跳变为低电平

-6V，电容 C 反向充电， 线性升高而 则线性下降，当 降到 的下门限 时， 又跳回高电平，此

后不断重复上述过程。据此画出的 和 的波形分别如图(b)、(c)和(d)所示。 

 

图 

(2) 比较器的上、下门限分别为 

 

 

因为 ，所以 由-3V 升高到 3V 的时间 ，即为 从 1.5V 下降到-1.5V 的时间。现要求

，则 ，因而有 
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附赠重点名校：模拟电子技术 2010-2022 年考研真题汇编（暂无答案） 

 

第一篇、2022 年模拟电子技术考研真题汇编 

 

2022 年西南科技大学 705 电子技术基础（含模拟）考研专业课真题 
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	30．静态分析的主要内容是确定放大电路的静态工作点0。如图所示放大电路是能稳定静态工作点的集电极-基极偏置电路｜暋핵⡏ほ靬핸湛骋㹙❵㖍萀兰뤰ɝ屴极管为硅管｜昰�
	31．一放大电路如图(a)所示。已知：｜晦癏卻ꄀ呎㩸䕻ꇿ屦｜暍ᾏ絵㖖�
	及的电容量均足够大。
	32．检测乜瑧腻ꅺ羐ཱུ㕭䅶葵㖍艖﹢䁹㫿屦设幜晧ᮈꭨ쁭䬀倀一偎屴极管T的时｜暏큥㺏鍑冀㕓诿屦发出信号指示呜扨㳿屦试问电阻R的临界值应为多少？
	33．图｜戀懿屴所示电路属于何种组态？若已知该电路双极型锗乜瑧腻ꅶ蓿屦试求该电路的静态工作点Q｜普遵㕓譥㹙❐瀰Ə鍑敵㖖㬀⹔貏鍑冀㖖㯿屦并说明这种组态电路的主要特点。
	34．利用密勒定理计算图｜戀懿屴所示电路的、和｜暋빎屴极管的D。｜戀ㇿ屴估算。
	35．电路如图所示｜暋뺋㖍ⵚ͎屴极管的=100。
	36．在前面计算电压放大倍数等动态性能指标时未计及信号源内阻的影响。试分析图｜戀懿屴所示共射放大电路中｜晟協豥掠㕓譥㹙❐瀰Ə鍑敵㖖㭔貏鍑冀㖖㭶葟煔촰ʋ빎屴极管的。掌ъ心博♩阅电子
	37．用R、C和运放组成的杜瑮遮桥㚀ﵗ⡶厃͖蕎ｵ到Ā䰰Ā䍾쑢ၶ葥遮棿屦是否能用R、C和运放模拟电感呢？如能｜暋핎㹏讋ะ�
	38．设只含一个RC环节的单级放大电路如下图｜戀懿屴所示｜晝屦乜瑧腻ꅶ蓿屦电路中频区电压增益｜暐᪘酞⚃͖〰ᰀ　　欀䠀稰�
	39．在下图1所示交流电路中｜晎屴极管｜晗⡢䁸ᑺ癶蒃͖蕮돿屢可视为开路｜瓿屦试近似估算在必须考虑Ce对低频影响时｜晵㖍葎傘酳蜰�
	39．在下图1所示交流电路中｜晎屴极管｜晗⡢䁸ᑺ癶蒃͖蕮돿屢可视为开路｜瓿屦试近似估算在必须考虑Ce对低频影响时｜晵㖍葎傘酳蜰�
	40．一射极输出器的电路如图(a)所示。已知：负载电阻｜晏遑薖㯿屦T为硅管｜晶葵㕛릑콗䞍덙Ὑ✰ʋ핬䋿�
	41．下图｜戀懿屴固定偏流放大电路中乜瑧腻ꅶ蒏鍑全祠❓쩎ꐰŶ䆍ᾏ絾뽙艖屢b｜瑢䁹㫿屦试求：
	42．共集电极放大电路如下图1｜戀懿屴所示。试用小信号模型分析法计算电路的输入电阻｜暏鍑冀㖖㭓쩵㕓識鹶쨰ʋ빵㖍ⵎ屴极管的。
	43．某双入单出长㹟ཝꡥ㹙❖桙艖﹢䁹㫿屦已知
	44．请分析如图所示电路输出和输入电压之间的关系。
	45．为了进一步减少集成运放的温漂｜晓익⡖﹢䁹㩵䘀䔀呎䈀䨀呧葢ၶ葎⑾ꝶꖀ♔屢差动放大电路。该电路利用了FET输入阻抗高和BJT跨导大的特点｜暏�쵭屢构成的集成运放｜扙舀䰀䴀㌀㔀㛿屴称为BiFET型。设图中电位器的动端置于中点处｜晗㩥䡞鑻ꅶ蓿屦乜瑧腻ꅶ蓿屦求总的电压增益。
	46．电路参数如图｜戀懿屴所示｜暋빎屴极管的｜替屦试用方框图法估算放大器的和输入电阻、输出电阻。
	47．以集成运放为前置放大级的功率放大电路如图所示。设集成运放A的性能理想｜晎ᑝ�
	48．用变容二极管实现的压控振荡电路｜晙艖﹢䁹㨰ʋ뺌ၣ⽖�葻䥥䡵㕡ἀ䱎㨀　⸀㔀洀䠀⳿屦变容二极管的特性曲线如图｜戀拿屴。求输出电压频率可调范围。
	49．图解法是确定静态工作点Q的另一种方法｜暋핵⡖ﺉ핸湛驖屢a｜瑢䁹㩵㖍蒗奠ŝ屰뤀儰ɝ㖍屴极管的输出特性如图｜戀拿屴所示。
	50．电路如图所示｜暋빗䝎㩴٠큥㻿屦电容C上的初始电压。若为0.20V的阶跃信号｜晬䉏ꁎ๎y튔鿿屦所达到的数值。
	51．在下图中｜�
	52．试判断如图所示乜瑎⩵㖍⽔♑睧屴正常的放大作用？设双极型乜瑧腻ꅎ㩸䕻ꇿ屦。
	53．以作前置放大的OTL电路如下图所示。已知：各晶体管的及二极管正向电压降均为及的值均很小｜晓쨀䍗䞍덙Ὑ⟿屦。
	54．下图所示的乜瑎⩵㖍ⵎ屴极管均为硅管｜替屦试通过估算判断它的静态工作点位于哪个区｜扥㹙❓㨰ƙ煔豓㩢ᙢ⩫打㫿屴。
	55．如图所示差动放大电路中｜晵⡵㕭䅮遏屧屴源负载｜晏罓啺鍑贈葝ⅵ㕓識鹶쩣킚�虙ᩜᇿ�
	56．某功率放大电路如图所示｜暋빶蒙煔豓讖䵓쪗奠ť葻ꆀﵵ敎උꇿ屦试求：
	57．分析图所示电路中输出和输入的关系。
	58．某场效应管自举电路如图所示｜晝�
	59．阻容耦呜戀䌀䔠᐀䌀䍎⑾ꝥ㹙❵㖍艖﹢䁹㫿屦设管子的电流放大系数为｜晛豢၎க飿�
	60．电路如图(a)所示。已知：。设运放和的性能理想。
	61．电路如下图｜戀懿屴所示｜晦癏卻ꅶ萰�
	62．一放大电路如图(a)所示。已知：
	63．图中T的｜替屦试求：
	64．—个由集成运放和模拟乘法器组成的运算电路如下图所示。已知：模拟乘法器M的比例因子｜晓좋뺖왢ႏ큥㹔豪Ⅲ�塬핖桗䝎㩴٠桎ʋ핬䋿�
	65．要使负载变化时输出端杜瑺㍛驵㕓譶葏屵⣿屦应将电流负反馈改为电压负反馈的形式。为了满足负反馈的要求｜晜ٵ㖖㮍ꕒぶ蒖왵㕧腔豶著逸脰ɾ쾏읒٧道百쑠Ŏ㩵㕓譞皀咍ὓ춙蠰ɏ㥔葵㖍艖﹢䁹㨰�
	66．某差动放大器从双端输出｜晝癝Ⅵ㹙❐瀀㴀㠀　搀䈰ɟ卥屦试问：
	67．电路如下图所示。已知：｜昀呎㩸䕻ꇿ屦取｜昀呶萰ʋ핬䊋㖍蒏鍑冀㕓譒ꡠƃ͖㰰�
	68．求图在静态时运放的共模输入电压。
	69．如图所示电路为电流串联负反馈｜晑癎ⷿ屦｜晑癎홓쉥灹㩎蹖﹎ⴰʋ핬䉵㖍蒕꽘鹶쫿屦输入电阻和输出电阻。
	70．设稳压管稳压电路如图所示。已知｜晑癓�ᚃ͖㨰ɺ㍓譻ꅺ㍓譐㳿屦负载电阻的变换范围为。稳压管的工作电流为。试确定限流电阻R的取值范围。
	71．电路如图所示。已知：｜晔豶葲祠❶屦｜替屦均为0.6V,开关闭呜扒䷿屦电容C两端的电压为零。试求：
	72．电路如图(a)所示。已知:该放大电路的
	73．一个负载接地的电压-电流变换电路如图所示｜暋빔豎㩴٠큥㻿屦且杜�
	74．一非正弦波产生电路如图(a)所示。已知：集成运放和的性能可视作理想｜晸䕺㍓譻ꅶ葺㍛驵㕓譎㩔豎㪏큥㹔貏鍑敺ᙣꕶ葶䅓슀͵㕓诿屦它们的数值可调｜晏䙛荎葾�縷㱙쭾졜ཎ踰�
	75．如要求反相输入运算电路具杜璚�㕓識鹶쫿屦则一般要求大、小。如图所示是一种用T形网络代替的反相放大器｜暋햋๑癲祰맿屦并写出的表达式。
	76．—个负载接地的电压-电流变换电路如图所示。设和为理想运放｜晎ᓿ屦试证明输出电流。
	77．已知下图所示放大电路中的结型场效应管的｜暋핵⡜ཏ䥥䡵㖍핬䋿�
	78．已知ENMOS管的｜晟卥屦其漏极电流。若忽略工作在饱和区时的沟道长度调制效应｜暋햋ꅻ響�
	79．如图｜戀懿屴所示电路中｜替屦A性能理想｜晵⡏魵㗿屦t=0时的波形如图｜戀拿屴所示。
	80．若测得某晶体管在时｜晥屦｜暋핬䉫摦癏卻ꅶ葓쩔ю㩙ᩜᇿ�
	80．若测得某晶体管在时｜晥屦｜暋핬䉫摦癏卻ꅶ葓쩔ю㩙ᩜᇿ�
	81．电路如图｜戀懿屴、｜戀拿屴所示｜晖﹎ⵎ祠❶屦｜晛荎葏亘醍ﱗ䝎㩎祠❛凉搰Ā玕ꡠŵ㖖㭎㩔谰ʋ핬䉑祈⑵㖍葵㕓譥㹙❐灶蒈梏빟༰�
	81．电路如图｜戀懿屴、｜戀拿屴所示｜晖﹎ⵎ祠❶屦｜晛荎葏亘醍ﱗ䝎㩎祠❛凉搰Ā玕ꡠŵ㖖㭎㩔谰ʋ핬䉑祈⑵㖍葵㕓譥㹙❐灶蒈梏빟༰�
	82．已知图｜戀懿屴所示共基放大电路的乜瑧腻ꅎ㩸䕻ꇿ屦｜暋핬䊋㖍蒗奠ŝ屰뤀儰ŵ㕓譥㹙❐瀰Ə鍑敵㖖㭔貏鍑冀㖖㯿屦并说明共基组态放大电路的主要特点。
	83．一个由固定输出的乜瑺왢ၺ㍓譖桔貖왢ႏ큻靥㹙❖栀䅾쑢ၶ葺㍓譵㖍艎ୖ﹢䁹㨰ɝ᩶蒘鵛骏鍑冀㕓譎㫿屦集成运放A的性能理想｜暋㖍蒏鍑敵㕓譔貏큥㸀䅶葝屵㕮遵㕓譗䞍덎�솋㖍⡑皏鍑冀㕓譓͖薀ﵙὫ捞㡝尰ʋ핬䊏鍑冀㕓譶蒈梏빟ན쩓͖�
	84．具杜瑥瑭䄰Ů豥㹙➌ͥ瑳꾂艶葺㍓譵㖍艖﹢䁹㨰ʋ빺㍓譻ꅶ蓿屦晶体管的｜晥瑭䅮蒏鍑冀㕓謰�
	85．理想运放组成的模拟运算电路如图1所示。试求输出电压和的表达式｜晞癣ݑ懲㖍葒龀ﴰʂ홎㩞䕞ꘀ㘀嚘酳蝎㨀㈀㔀　䠀婶葛凉륬屦试画出和的波形｜抋븀瘀揿屢0｜琀㴀ヿ屴。
	86．试用折环分析法分析图1中所示电路的电压增益｜暏鍑敵㖖㭓쪏鍑冀㖖㬀⺋빦癏卻ꄰ�
	87．由W317组成的正输出电压可调稳压电路如图所示。已知｜晎㪃띟靶蒏鍑冀㕓诿屦试求的最大阻值。
	87．由W317组成的正输出电压可调稳压电路如图所示。已知｜晎㪃띟靶蒏鍑冀㕓诿屦试求的最大阻值。
	88．一硅稳压管稳压电路如图所示。其中未经稳压的直流输入电压｜替屦硅稳压管的稳定电压｜晒ꡠŵ㖖㭓쩧⪈ꭑﭺ罥葓쵔ᅵ㕭䅗䝓ﵵ攰�
	89．电路参数如图｜戀懿屴所示｜暋빎屴极管的｜昰ʋ핵⡥륨䙖햋ꅻ靥㹙❖桶葔貏鍑敵㖖㬰�
	90．电路如图所示｜晑癎ⷿ屦试求二极管VD两端电压和通过它的电流。假设电容C足够大。
	92．放大电路如下图｜戀懿屴所示。图｜戀拿屴是晶体管V的输出特性曲线。放大电路的交、直负载线已画于图中。试求：
	93．电路如下图所示。已知：和的性能理想。
	94．单相桥式整流电容滤波电路如图1所示。若｜晟ﵵ敓�譖桔豥瑭䅻ꅑ薖㯿屦正弦波频率｜暋햋ꅻ鞏鍑勇䅵㕓譞獗䝐㱔貁屴动系数S的值。
	94．单相桥式整流电容滤波电路如图1所示。若｜晟ﵵ敓�譖桔豥瑭䅻ꅑ薖㯿屦正弦波频率｜暋햋ꅻ鞏鍑勇䅵㕓譞獗䝐㱔貁屴动系数S的值。
	95．电路如下图所示。已知：晶体管和的特性相呜替屦它们发射结的反向饱和电流相等｜晓獎㩎]❜ྲྀ葶䅓슀͵㕓謰ʋ뺏큥㹔豶葠➀ﵴ٠ʋ핬䊋㖍蒏鍑冀㕓讈梏빟༰�
	96．为提高放大电路的带负栽能力｜晙ꝥ㹙❖桶葧⭾Ꝟ㢑익⡑熖왵㖍ɑ煜Ѐⵑ熖왎⑾Ꞗ㭛릀♔屢放大电路如图所示。已知电路中。
	97．由结型场效应管组成的差动放大电路如图(a)所示。已知：
	98．在场效应管放大电路中｜晟깓�䥥䡵㖍핎彦⾏�䱒ꡠŒ٧遶葎y춑춉腥륬픰ɝୖ﹢䁹㩥㹙❵㖍葾퍗譗㩥䡞鑻ꅶ蓿屦试用微变等效电路法求：
	99．如图所示电路中｜晝鍑冀㖍㕓譶葧Y❐㱎㨀㈀㔀囿屦的输出端和调整端间的电压｜晑䆋롒ꁗ⢏鍑敺貏鍑喙葵㕓譎㪋핬䊉�
	100．一压控LC正弦波振荡电路如图所示。已知：电路中的变容二极管的及晶体管的均能满足电路产生正弦波振荡的需要。若要求该电路产生的正弦波振荡频率为12MHz｜晣Ꝓ㙵㕓诿屦应该为多大？
	101．由乜瑺왢ၺ㍓譖栀㜀㠀　㕓쪖왢ႏ큥㹧葢ၶ葓͟ྲྀ䅺㍓譵㕮遵㖍艖﹢䁹㨰ʋ핬䋿�
	102．电路如图所示。试问:若以稳压管的稳定电压作为输入电压｜晒ᥟ卶葮텒䵿湓�ᙥ屦输出电压Vo的调节范围为多少？
	103．对于一个放大电路｜晙艏問ほ響ᾋ빖屢a｜瑢䁹㩑煜ѥ㹙❵㖍葎屴极管为硅管｜替屦它的共射输出特性是平行等距｜扗䝓ÿ屴的。
	104．由理想运放组成的移相式正弦波振荡器如图所示。
	105．电路如下图所示。已知：｜晪Ⅲ�塬핖桶萀囿屦其中｜暏큥㹶葠➀ﵴ٠ʋ핬䉔豶蒈梏빟༰�
	106．电路如图｜戀懿屴所示。已知：｜替屦控制电压在间连续可调。现设运放及二极管、均为理想器件｜晔ҏ큥㹶蒏鍑冀㕓譞䕐㱎㨰�
	107．试导出下图所示电路的与之间的关系式｜暋빔ҏ큥㹦⽴٠萰�
	108．一放大电路如图(a)所示。已知：｜晏遑薖㭎㩸䕻ꇿ屦｜替屦
	。试求：
	109．场效应管工作在可变电阻区时｜暖轶葘鹒ꁑ乔䡾뽠❘鹙⟿屦这种线性变化关系受控制｜晖擿屦可以把场效应管的D、S极间看成一个受电压控制的线性电阻。图｜戀懿屴为结型场效应管作为压控电阻使用的简单电路。已知｜晗㩥䡞鑻ꅶ蒏鍑全祠❙艖﹏诿屢b｜瑢䁹㨰ɬ䉒ْ⭎㨀ⴀ　⸀㔀嘰Āⴀ噔谀ⴀ⸀㔀噥蒏鍑冀㕓謰�
	110．电路如图所示｜暋햋๑癎㩎貖㙞⚐ᩮ栰ʋ뻿屦试计算电路的中心角频率、上限截止角频率、下限截止角频率和带宽BW
	111．对图1所示电路进行测量｜晝䭟靎屴极管各极电流的四组数据｜抉솈栀ㇿ屴。
	112．一串联型稳压电路如下图所示。已知：｜晦癏卻ꅛﲐᩥ葙쭾졎㫿屦未经稳压的直流输入电压｜暏큥㸀䅶葠➀ﵴ٠�
	113．电路如图所示。设电路中的各个集成运放的性能理想｜暍덙Ὑ✰�
	114．电路如图所示。已知：晶体管的
	｜晟Q獦⽎S챒S챏䵟Q猰ʋ핬䋿�
	115．如图所示的电路中｜晝큥㹎㩴٠蓿屦其最大的输出电流、电压峰值分别是15mA和15V。和管性能完全相呜替屦。
	115．如图所示的电路中｜晝큥㹎㩴٠蓿屦其最大的输出电流、电压峰值分别是15mA和15V。和管性能完全相呜替屦。
	116．一射极输出器电路如下图｜戀懿屴所示｜晑癎ⵦ癏卻ꄀ呶葓쉥灎㫿屦｜晾퍵㕛륶葟煔쵓ﵵ旿屦｜晏遑薖㭎㫿屦所接负载｜暋핬䉵㖍葎ખ偢⩫折酳蝔豎偢⩫折酳蜰�
	117．试分析下图所示的电路各为几倍压整流电路｜暏텏㱏ほ非癨ݑ穀ѵ㕛륎⑺㕓譔豧腠✰ʋ빓�譖桒澏륵㕓譗䝎㨰�
	118．某FET恒流源电路如图所示。已知场效应管T的参数｜暋햋셦䄀䉎⑺葜ཏ䥥䡵㖖㭎㨰�
	119．用理想运放组成的电路如图所示｜晝�
	｜暋핬䉶葐㰰�
	120．图｜戀懿屴所示电路是能稳定静态工作点的射极偏置电路。已知｜晎屴极管为硅管｜替屦欲使｜暕逸腎佭䅵㖖㭞鑓홙ᩙ⟿Ὣ摥豔ю㩙ᩜᇿ�
	121．电路如下图所示。已知：。设运放和的性能理想。
	122．电路如图所示。已知：运放A及模拟乘法器M性能理想｜晪Ⅲ�塬핖桶葫푏譖倀䬀㴀　⸀㈀⼀囿屦硅稳压管的稳定电压。试求该电路的输出电压表达式｜晞皋㖍葒龀ﴰ�
	123．与呜晶㹙❖栰Œꁬ핖桔豝ꡥ㹙❖桶丹鑧屴呜晶ٵ㖍Ŭ䉔豹ٵ㖍豝ٵ㖍屦试画出后者典型电路形式｜晞癑饑摒鍑切ⶏ鍑救ﵥ灑獼ﭟ༰�
	124．电路如下图所示｜暋㖍⽒⥵⡓䩬瑭䅵㖍蒏鍑者漏N⨀㘀噓䕵㕵㕬悏�䱑䕵㕶葵㖍ɝ屦包括电池内阻在内的充电回路总电阻｜晎豧腻ꅎeﲐᩔ葫捔ᅵ㕓讖䵠剎㨀　⸀㘀嘰ʋ핬䋿�
	125．直接耦呜扎⑾ꝥ㹙❵㖍艖屢a｜瑢䁹㨰ɝ屴极管的。
	126．利用射极输出器输入电阻高的特点｜晜ѧ膏鍑節桎彾콞㢈ꭵ⡐婙ꝥ㹙❵㖍蒏鍑敾ꜰɎ㩎虮덧큎魵㕛傋빙ݶ蒉腬䋿屦常采取许多措施来进一步提高输入电阻。试问：为什么带杜璁㹵㖍葜ѧ膍�轖棿屢见图｜戀懿屴｜璀ﵣ킚�鍑敵㖖㯿�
	127．某两级差动放大电路如图所示｜晝㩥䡞鑻ꄀⱎ屴级管｜暋햋ꅻ響�
	128．如图所示为高输入阻抗型场效应管差分放大电路｜晵⡏岚�㭗讖왢ႏ큥㹶蒏鍑敾ꜰɝ屦求：
	129．已知某场效应管的｜暋핵㭑懲ꅶ蒏汹ﭲ祠❦뿿屦并计算在时的。
	130．用理想运放组成的二阶通用杜瑮遮㖍艖﹢䁹㨰ʋ핣ꡛﱏ鍑ﵥ灔豶蒈梏빟屦并指出它们分别完成何种滤波功能。
	131．—个二阶压控电压源LPF如图(a)所示。已知：的性能可视作理想。试推导该电路的传递函数频域表达式｜晵㭑切児㱻䥎踀ヿ屦5｜昀　⸀㜀　㟿屦3｜昀づ葞䖘酲祠⟿屦并求时的值。
	132．由JFET组成的电路如图所示｜晙㥥굵㕓诿屦饱和漏电流｜暗奠ǿ屦试求：
	133．各种电流源作乜瑧腻ꅥ㹙❵㖍葧屴源负载｜暖摧葢ၑ煜ѥ㹙❵㖍屦还可以组成共集和共基电路｜晖屢a｜瑦⽎屴极管比电流源作为杜瑮邍ᾏ絶葜ѧ膍�轖桵㖍屢基极偏置电路未圆出｜琰ʂ屦求和。
	134．电路如图中｜戀懿屴和｜戀拿屴所示。试估算流过二极管的电流和A点的电位。设二极管的正向压降为0.7V。
	135．如图所示电路中｜晝屦为两个输出端。
	136．杜瑎N⩗㩥䡞鑻ꅥ㹙❵㖍艖︀ㅢ䁹㫿屦已知
	、。试求：
	137．试用理想运放设计一个能实现运算的电路。
	138．由理想集成运算放大器组成的电路如图所示｜晬䋿�
	139．乜瑧腻ꅾ쑢ၶ葟깵㕭䅮遵㖍艖﹢䁹㨰�
	140．电路如图所示｜晝葧屴效值为20V｜普㕛릍덙Ὑ⟿屦电网电压波动范围为｜暏鍑冀㕓诿屦负载电流的变换范围为的稳定电压｜晎㍓譻ꅵ㕭䅑䆋롶葓�ᚃ͖㨰�
	141．一稳压电路如下图所示。已知:未经稳压的直流输入电压｜晸䕺㍓譻ꅶ葓ﵵ旿屦｜晦癏卻ꅔ豶著䝎㨀㐀㤰śﲐᩔ葙쭾졎㨀　⸀㜀嘰�
	142．一个由理想运放组成的电路如下图所本。已知：。试求该电路的传递函数表达式。
	143．判断下图电路的反馈组态｜晛稜屢b｜璋ꅻ靭ꚍὓ춙衧慎୶葔谰�
	144．单电源互补对称功率电路如图例所示。设管特性完全对称｜昰�
	145．电路如图1所示。其中运放、稳压管和稳压管均为理想器件。设起始态。t=0时开关K处于位置“1”｜晟匀琀㴀㈀獥屦突然转接到位置“2”上。试画出输出电压的波形｜晨ݬ玕灣滿屦并求出输出电压为零的时间和输出电压等于5V时的时间。
	146．为了提高集成运放的开环差模电压增益｜晞㢑익⡙ꝶꖀ♔屢放大电路。如图所示为以差动放大电路作输入级｜晞癔谠᱑煜РᴰĠ᱑熖옠ᵥ㹙❵㖍쑢ၶ葙ꝥ㹙❵㖍ʖ鍑敥屦常采用调节的方法以实现输出为零｜暕�
	147．电路如图1所示。｜戀ㇿ屴定性画出和的波形；｜戀㋿屴估算振荡频率与的关系式。
	148．两个场效应管的转移特性曲线分别如下图｜戀懿屴｜戀拿屴所示｜晒ْ⭸湛骏�⩗㩥䡞鑻ꅶ葼筗诿屦并求其主要参数｜扟T⽵㕓譢ᙙ㥥굵㕓诿屦低频跨导｜琰ɭ䮋핥㕭䅶葓슀ͥ륔ᅎ㩎칯ཧ脀䑒の遧脀匰�
	149．一放大电路如图(a)所示｜晑癎ⵔ豾쑢၎N⪖왵㕧腞♒٭䅵㖖㬀⡖﹎萀刀㈀⥶葙ൔ屢管。已知：和均工作于放大区｜晔豛漏ꑭ䅏왏屷ʋ핬䊋㹙❵㖍葔豶蒈梏빟༰�
	149．一放大电路如图(a)所示｜晑癎ⵔ豾쑢၎N⪖왵㕧腞♒٭䅵㖖㬀⡖﹎萀刀㈀⥶葙ൔ屢管。已知：和均工作于放大区｜晔豛漏ꑭ䅏왏屷ʋ핬䊋㹙❵㖍葔豶蒈梏빟༰�
	150．电路如图1示｜晝屦试求的表达式。
	151．如图所示差动放大电路｜晝㱗䝎㨀㔀ヿ屦调节的滑动端可调节该电路的差模电压放大倍数｜暕卶葮텒N�
	152．两级放大电路如图1所示｜晝ꅶ葻ꅶ葔谰�
	153．—个锯齿波发生器如图1所示｜暋빎㩎⪀첗悀챶葺㍓譻ꇿ屦其稳定电压为｜晶䅵㕮逰�
	155．下图所示电路是一个耗尽型MOSFET恒流源电路。已知场效应管参数饱和漏极电流｜晙㥥굵㕓謀㴀ⴀ㐀囿屦问负载电阻在什么数值范围内变化时｜昀䴀伀卻ꅗ䞀ﵔᆍᾏ絣큏魎N⩑习剛驶葵㕭䇿屦这个电流杜瑙ᩙ⟿�
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	1． 电路如图所示｜晎屴极管的均为50｜晔豎豧腻ꅫ捔ᅻꅓ讖䵎㨀　⸀㜀嘰�
	2． 下图是由理想运放和组成的半导体乜瑧腻ꅐ㱭䮑콵㖍�
	3． 用集成运放构成的直流稳压电路如图所示。
	4． 电路如图(a)所示。已知：
	5． 理想运放组成的波形产生电路如图(a)所示。已知稳压二极管性能相呜替屦
	6． 请分析如图所示电路输出和输入电压之间的关系。
	7． 若单结晶体管触发电路的移相范围｜暋햐屴R、C的数值。
	8． 一射极输出器电路如下图(a)所示｜晑癎ⵦ癏卻ꄀ呶葓쉥灎㫿屦｜晾퍵㕛륶葟煔쵓ﵵ旿屦｜晏遑薖㭎㫿屦所接负载｜暋핬䉵㖍葎ખ偢⩫折酳蝔豎偢⩫折酳蜰�
	9． 回答下列问题：
	10．—个由集成运放和模拟乘法器组成的运算电路如下图所示。已知：模拟乘法器M的比例因子｜晓좋뺖왢ႏ큥㹔豪Ⅲ�塬핖桗䝎㩴٠桎ʋ핬䋿�
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	1． LC乜瑺ལ⾃慖桶葎ꑭ䅻䥥䢐艎ୖ﹢䁹㫿屦试确定各电路振荡频率所处的范围及电路元件参数应满足的条件。
	2． 变跨导模拟乘法器原理如图所示。试导出的表达式｜晞登肏Ⅲ�塬핖桵⢐ᐰ�
	3． 场效应管具杜璏莚�蒏鍑斖㭢響屦用场效应管放大电路作多级放大器的输入级｜晓❙❣킚�㖍蒏鍑敵㖖㬰ɵㅗ㩥䡞鑻ꅔ豦癏卻ꅾ쑢ၶ葥㹙❵㖍艖︀⠀愀⥢䁹㫿屦已知电路中,设电容C的容量足够大｜暋햕厉腬䉵㖍㭶葵㕓譥㹙❐灥屦场效应管的跨导至少应为多少？
	4． 对于一个放大电路｜晙艏問ほ響ᾋ빖︀⠀愀⥢䁹㩑煜ѥ㹙❵㖍葎屴极管为硅管｜替屦它的共射输出特性是平行等距(均匀)的。
	5． 差分放大电路如图所示。
	6． 由CMOS反相器构成的电路如图所示。设反相器的陜扐㱵㕓诿屦电源电压｜晵㖖㯿屦输入电压为峰-峰值6V的乜璉퉬ʋ핵㭑摒鍑冀㕓譶葬拿屦注明和的大小｜晞癬䉑節�㕓譎㩙ᩜᇿ�
	7． —个锯齿波发生器如图1所示｜暋빎㩎⪀첗悀챶葺㍓譻ꇿ屦其稳定电压为｜晶䅵㕮逰�
	8． 在图(a)中：
	9． 具杜瑥瑭䄰Ů豥㹙➌ͥ瑳꾂艶葺㍓譵㖍艖﹢䁹㨰ʋ빺㍓譻ꅶ蓿屦晶体管的｜晥瑭䅮蒏鍑冀㕓謰�
	10．电路如图(a)所示。已知：场效应管的及均足够大｜晛漏ꑭ䅏屦论｜晓왏屷�

	2024年模拟电子技术基础五套仿真模拟题及详细答案解析｜扎屴｜�
	1． 某共射电路如图所示｜晝屴极管的
	2． 如图所示电路中｜晝鍑冀㖍㕓譶葧Y❐㱎㨀㈀㔀囿屦的输出端和调整端间的电压｜晑䆋롒ꁗ⢏鍑敺貏鍑喙葵㕓譎㪋핬䊉�
	3． 电路如图所示。设电路中的各个集成运放的性能理想｜暍덙Ὑ✰�
	4． 试用折环分析法分析图1中所示电路的电压增益｜暏鍑敵㖖㭓쪏鍑冀㖖㬀⺋빦癏卻ꄰ�
	5． 电路如下图(a)所示｜晑䍎쉥灝�屦晶体管的｜晦癏卻ꅶ蓿屦求静态工作点。
	6． 电路如下图1所示｜晦癏卻ꅶ蓿屦分别计算和时的Q点、和。
	7． 理想运放构成的积分运算电路如图(a)所示｜晝屦C=,
	8． 为提高放大器的输入电阻｜晙ꝥ㹙❖桶葻ⱎ~ꝙ᪑익⡙艖﹢䁹㩶著㩥䡞鑻ꅔ豎屴极管组呜扶蒏빧鞘罥㹙❵㖍ʋ빵㖍ⷿ屦试求及。
	9． 反馈放大器的方框图如图所示｜暋빎㩧屴效的输入信号｜晎㪏鍑敺ᕑ敶葖橘屦为基本放大器内引入的干扰｜暋핬䉔豗⡥㹙❖梏鍑喙ꝵὶ蒈梏빟屦并说明负反馈抑制干扰和噪声的能力。
	9． 反馈放大器的方框图如图所示｜暋빎㩧屴效的输入信号｜晎㪏鍑敺ᕑ敶葖橘屦为基本放大器内引入的干扰｜暋핬䉔豗⡥㹙❖梏鍑喙ꝵὶ蒈梏빟屦并说明负反馈抑制干扰和噪声的能力。
	10．两级放大电路如图所示｜晝ꅶ葐㰰Żꅶ葐㰰ʋ핬䉵㕓譥㹙❐灓쪏鍑敵㖖㬰Ə鍑冀㖖㬰�
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	1． 在场效应管放大电路中｜晜ཏ䥥䡵㖍픀⡜ཏ⅗譒٧遬픀⥙艓챧腗譎屴极管放大电路一样｜晎彦⾏�䱒ꡠŒ٧遶葎y춑춉腥륬헿屦且两者没杜瑨㥧ⱓ㩒⬰ɝ︀⠀愀⥢䁹㩵㖍ⵗ㩥䡞鑻ꅶ蒏汹ﭲ祠❙艖︀⠀戀⥢䁹㫿屦试求解该电路的静态工作点Q和电压放大倍数、输入电阻、输出电阻。设该场效应管的输出电阻。
	2． 比较器的传输特性曲线如图(a)所示。使用一个运放及其他元件来设计该比较器｜暉腬䉵㭑冀㖍屦求出元件参数｜晗⢋뺋ꆋꅻ靎ⵓ뺏큥㹠➀ﵴ٠�
	3． 场效应管和半导体乜瑧腻ꅾ쑢ၶ蒍�轖桙艖︀⠀愀⥢䁹㨰ɝ㖍ⷿ屦试求当电压放大倍数时｜晶葓홐㳿屦并计算电路的和Ro。
	4． 利用射极输出器输入电阻高的特点｜晜ѧ膏鍑節桎彾콞㢈ꭵ⡐婙ꝥ㹙❵㖍蒏鍑敾ꜰɎ㩎虮덧큎魵㕛傋빙ݶ蒉腬䋿屦常采取许多措施来进一步提高输入电阻。试问：为什么带杜璁㹵㖍葜ѧ膍�轖栀⢉셖︀⠀愀⤀⦀ﵣ킚�鍑敵㖖㯿�
	5． 放大电路如图1所示｜晝屦｜昰ɬ䋿�
	6． 一比较器电路及其输入电压的波形分别如图(a)｜昀⠀戀⥢䁹㨰ɝ᩵㖍䕺㍓譻ꅶ葺㍛驵㕓譎㫿屦各集成运放性能均理想｜晧Y➏鍑冀㕓譞䕐㱎㨰�
	7． 某功率放大电路如图所示｜暋빶蒙煔豓讖䵓쪗奠ť葻ꆀﵵ敎උꇿ屦试求：
	8． 阻容耦呜戀䌀䔠᐀䌀䍎⑾ꝥ㹙❵㖍艖﹢䁹㫿屦设管子的电流放大系数为｜晛豢၎க飿�
	9． 电路如图(a)所示｜替屦｜晬䈰�
	10．杜瑎⩶屦的放大器｜晘鹶쩗䝎㨀䇿屦通过如图方框图所示的接法｜晾쑢ၠ㭘鹶쩶屦的两种负反馈放大电路｜暋빐㱺㍛髿屦。

	2024年模拟电子技术基础五套仿真模拟题及详细答案解析｜扎铿屴
	1． 由锗二极管构成的电路如图所示｜暋햕豧腻ꅦ⽛ﲐ�⽢⩫拿�
	2． 用变容二极管实现的压控振荡电路｜晙艖﹢䁹㨰ʋ뺌ၣ⽖�葻䥥䡵㕡ἀ䱎㨀　⸀㔀洀䠀⳿屦变容二极管的特性曲线如图(b)。求输出电压频率可调范围。
	3． —占空比可调矩形波发生电路如图1所示。设运放A及两只二极管的性能理想｜晳끝屦硅稳压管的稳定电压。
	4． 由理想运放构成的电路如图所示｜替屦求该电路的电压增益｜晞皋葏屵⠰�
	6． 一差动放大电路如图(a)所示。已知：在间可调｜晔豶葲祠❶屦｜昀㠀ヿ屦。试求调在和时的差模电压放大倍数及差模输入电阻｜晞皋๗⢋ꡥ㹙❵㖍葏屵⠰�
	7． 如图所示电路中及的基极偏置电阻及开路｜晜ڀ♔屢电容短路｜晑癛荵㖍쩑䍖桎쉥灎�屦得图(a)所示的各级间采用直接耦呜扶葙ꝥ㹙❵㖍ʋ핬䊋㖍ⵔѾꝶ蒗奠ŝ屰륐㰰�
	8． 一电流源电路如图所示。已知：各晶体管的共射极电流放大系数相等｜晲祠❎�ʋ핬䉓쪏鍑冀㕭䅶蒈梏빟ᮂ屎㪋ꅻ靟屦所得结果杜瑙ᩙ❶蒋�
	9． 影响阻容耦呜扑煜ѥ㹙❖桏亘酔쵞鑶葎㮉腓쉥灦⾀♔屢电容和射极旁路电容。只含一个RC环节的单级放大电路如图(a)所示。已知｜晎屴极管的｜晵㖍酓㩵㕓識鹶쫿屦通频带范围为。
	10．下图所示的乜瑎⩵㖍ⵎ屴极管均为硅管｜替屦试通过估算判断它的静态工作点位于哪个区(放大区、饱和区或截止区)。


	中国矿业大学｜打ᝎ곿屴839模拟电子技术考研强化五套模拟题
	2024年模拟电子技术基础五套强化模拟题及详细答案解析｜扎ÿ屴
	1． 髙输入阻抗的测量放大器如图所示｜暋뺏큥㹎㩴٠큥㸰�
	2． 在前面计算电压放大倍数等动态性能指标时未计及信号源内阻的影响。试分析图(a)所示共射放大电路中｜晟協豥掠㕓譥㹙❐瀰Ə鍑敵㖖㭔貏鍑冀㖖㭶葟煔촰ʋ빎屴极管的。
	3． 电路如图所示｜晝䘀䔀呶蓿屦BJT的｜替屦试求电压增益。其中｜昰ɬ䉵㕓譥㹙❘鹶쨰�
	4． 乜瑧腻ꅾ쑢ၶ葟깵㕭䅮遵㖍艖﹢䁹㨰�
	5． 电路如图所示。已知：晶体管的｜晟Q獦⽎S챒S챏䵟Q猰ʋ핬䋿�
	6． 电路如图1示｜晝屦试求的表达式。
	7． 电路如图(a)所示。已知：｜晦癏卻ꄀ呶葔豶葵㕛릑쾍덙Ὑ✰ʋ핬䋿�
	8． 电路如图(a)所示。已知:该放大电路的,FET的时的。试求及值。
	9． 一程控增益放大电路如图所示｜晖﹎ⶋꅥ灖桧큏䶏鍑贈屦相应的模拟开关在位置“1”；在位置“0”。运放A性能理想。
	10．一个由理想运放组成的电路如下图所本。已知：。试求该电路的传递函数表达式。

	2024年模拟电子技术基础五套强化模拟题及详细答案解析｜扎賿屴
	1． 设｜暋햋뺋ꅎu㖍豢ၶ蒏큻霰�
	2． 若单结晶体管触发电路的移相范围｜暋햐屴R、C的数值。
	3． 下图是改进型镜像电流源电路｜暋빔ѻꅲ祠❎�屦｜暋핬䊋㕭䅮邏鍑冀㕭䅓쪏鍑冀㖖㭶蒈梏빟༰�
	4． 电路如图所示｜晖﹎ⶏ큥㹎㩴٠큥㻿屦7805为乜瑺㍓譖棿屦试求输出电压的可调范围。
	5． 一带杜瑫풏荥㹙❳꾂艶葺㍓譵㖍艎ୖ﹢䁹㨰ɝ屦硅稳压管的稳定电压｜晧⩾콺㍓譶葶䆏鍑敵㕓诿屦运放A的性能理想。
	6． 一电流源电路如图所示。已知：各晶体管的共射极电流放大系数相等｜晲祠❎�ʋ핬䉓쪏鍑冀㕭䅶蒈梏빟ᮂ屎㪋ꅻ靟屦所得结果杜瑙ᩙ❶蒋�
	7． 一超前型RC移相振荡器电路如图例 (a)所示。
	8． 某单相半波整流电路如图1所示｜替屦试确定电路下述参数的大小。
	9． 试用理想运放设计一个能实现运算的电路。
	10．如图所示电路中及的基极偏置电阻及开路｜晜ڀ♔屢电容短路｜晑癛荵㖍쩑䍖桎쉥灎�屦得图(a)所示的各级间采用直接耦呜扶葙ꝥ㹙❵㖍ʋ핬䊋㖍ⵔѾꝶ蒗奠ŝ屰륐㰰�

	2024年模拟电子技术基础五套强化模拟题及详细答案解析｜扎屴｜�
	1． 一稳压电路如下图所示。已知:未经稳压的直流输入电压｜晸䕺㍓譻ꅶ葓ﵵ旿屦｜晦癏卻ꅔ豶著䝎㨀㐀㤰śﲐᩔ葙쭾졎㨀　⸀㜀嘰�
	2． 一恒流源电路及参数如图所示。设运放的开环电压增益和输入电阻均为｜暏鍑冀㖖㭎㨀ヿ屦和的｜晻ꅛ偶葟衙✰ʋ햋ꅻ靵㖍葓쩐㳿屦并从反馈角度说明电路为什么恒流？
	2． 一恒流源电路及参数如图所示。设运放的开环电压增益和输入电阻均为｜暏鍑冀㖖㭎㨀ヿ屦和的｜晻ꅛ偶葟衙✰ʋ햋ꅻ靵㖍葓쩐㳿屦并从反馈角度说明电路为什么恒流？
	3． 放大电路如下图所示｜晝奠Ɩ왵㕧腵㕭䇿屦｜晎屴极管的特征频率｜暋핬䉵㖍葎ખ傘酳蝔豎傘酳蟿屦增益—带宽。
	4． 用理想运放组成的电路如图所示｜晝屦试求的值。
	5． 设稳压管稳压电路如图所示。已知｜晑癓�ᚃ͖㨰ɺ㍓譻ꅺ㍓譐㳿屦负载电阻的变换范围为。稳压管的工作电流为。试确定限流电阻R的取值范围。
	6． 一非正弦波产生电路如图(a)所示。已知：集成运放和的性能可视作理想｜晸䕺㍓譻ꅶ葺㍛驵㕓譎㩔豎㪏큥㹔貏鍑敺ᙣꕶ葶䅓슀͵㕓诿屦它们的数值可调｜晏䙛荎葾�縷㱙쭾졜ཎ踰�
	7． LC乜瑺ལ⾃慖桶葎ꑭ䅻䥥䢐艎ୖ﹢䁹㫿屦试确定各电路振荡频率所处的范围及电路元件参数应满足的条件。
	8． 放大电路的静态工作点是随电路参数改变聜晓�꡶蓿屦当电路参数变化时｜暗奠ŝ屰륙艏啓�ꡔ拿ᾋ햐읎⪕顶葒٧遧敖�呫撕頰ɝ︀⠀愀⥢䁹㩥㹙❵㖍ⷿ屦乜瑧腻ꅶ萰ɑ皏鍑全祠❙艖︀⠀戀⥢䁹㨰�
	9． 电路如图(a)所示。已知：场效应管的及均足够大｜晛漏ꑭ䅏屦论｜晓왏屷�
	10．已知ENMOS管的｜晟卥屦其漏极电流。若忽略工作在饱和区时的沟道长度调制效应｜暋햋ꅻ響�

	2024年模拟电子技术基础五套强化模拟题及详细答案解析｜扖�屴
	1． 电路参数如图(a)所示｜暋빎屴极管的｜昰ʋ핵⡥륨䙖햋ꅻ靥㹙❖桶葔貏鍑敵㖖㬰�
	2． 为提高放大电路的带负栽能力｜晙ꝥ㹙❖桶葧⭾Ꝟ㢑익⡑熖왵㖍ɑ煜Ѐⵑ熖왎⑾Ꞗ㭛릀♔屢放大电路如图所示。已知电路中。
	3． 一个以差动放大电路作前置级的多级放大电路如图(a)所示。已知：｜晎ᑟ卶葮텒͗⡎⵰륥蒗奠Ə鍑冀㕓譎㪖屦｜晔Ѧ癏卻ꅶ著䝎㩗䝎㫿屦硅稳压管的。试求：
	4． 如图(a)所示电路为高输入阻抗型集成运放CF153的输入级。已知｜晢䁧屴结型场效应管｜晟卥屦求
	5． 对于一个放大电路｜晙艏問ほ響ᾋ빖︀⠀愀⥢䁹㩑煜ѥ㹙❵㖍葎屴极管为硅管｜替屦它的共射输出特性是平行等距(均匀)的。
	6． 微分电路如图(a)所示｜暏鍑敵㕓謀瘀ㅙ艖︀⠀戀⥢䁹㫿屦设电路中｜替屦运放是理想的｜暋핵㭑摒鍑冀㕓譶葬拿屦并标出的幅值。
	7． 图(a)所示电路属于何种组态？若已知该电路双极型锗乜瑧腻ꅶ蓿屦试求该电路的静态工作点Q｜普遵㕓譥㹙❐瀰Ə鍑敵㖖㬀⹔貏鍑冀㖖㯿屦并说明这种组态电路的主要特点。
	8． 电路如图所示。已知：运放A及模拟乘法器M性能理想｜晪Ⅲ�塬핖桶葫푏譖倀䬀㴀　⸀㈀⼀囿屦硅稳压管的稳定电压。试求该电路的输出电压表达式｜晞皋㖍葒龀ﴰ�
	9． 在下图所示放大电路中｜晝屦场效应管参数为｜昰ʋ빗⡎ꑭ䆐ⵓ왎㩷�
	10．某复呜扻ꅾ퍧葶葝꡵㖍艖﹢䁹㫿屦已知乜瑧腻ꅶ蓿屦｜暋햋ꅻ響�

	2024年模拟电子技术基础五套强化模拟题及详细答案解析｜扎铿屴
	1． 稳压二极管电路如下图所示。已知稳压管当时的稳定电压为｜智㍓譻ꅶ葒ꡠŵ㖖㯿屦供电电源的标称值是+10V｜晏䙧屴±1V的波动。试求：
	2． 在图(a)中：
	3． 一放大电路如图(a)所示。已知：｜晏遑薖㭎㩸䕻ꇿ屦｜替屦。试求：
	4． 电路如下图所示。已知：晶体管的集电极饱和电压降｜晔Ѧ癏卻ꅶ蓿屦为正弦波输入电压。
	5． 在下图所示的稳压电路中｜暉腬䊏鍑冀㕓诿屦负载电流。基准电压的稳压管为2CW1｜晝発㍓譵㕓诿屦最小电流｜晧Y❵㕭䄰ʐ屴定调整管为3DD2C｜晑癎㮉腓쉥灎㫿屦并设其电流放大系数｜暏蕒ꥵ㕮遵㕓謰�
	6． 场效应管具杜璏鍑斖㭢鞚�⢏빎⥶葲祰뤰ɖ︀⠀愀⥢䁹㩦⾚�鍑斖㭢靗譗㩥䡞鑻ꅝꡥ㹙❵㖍屦作为高阻型集成运放的输入级。已知｜晬䋿�
	7． 一变压器耦呜扶葵㉼筒齳蝥㹙❵㖍艎ୖ︀⠀愀⥢䁹㨰ɝᩦ癏卻ꄀ呶葓쩓�譖桾핾쑶葶䅵㖖㭗䝓ﵵ旿屦｜替屦试求：
	8． 一个不对称(幅度是对称的)方波发生器如图(a)所示。它是在迟滞比较器的基础上｜晘鹒ꁎ虎N⩵ㅢᙾ쑢ၶ葹ٵ㖍屦输出电压经反馈到运放的反相端。图中R为限流电阻｜晔豎㩎⪀첗悀챶葺㍓譻ꇿ屦其稳定电压为。试说明电路工作原理｜晵㭑勇葬拿屦导出振荡频率和占空系数的表达式。
	8． 一个不对称(幅度是对称的)方波发生器如图(a)所示。它是在迟滞比较器的基础上｜晘鹒ꁎ虎N⩵ㅢᙾ쑢ၶ葹ٵ㖍屦输出电压经反馈到运放的反相端。图中R为限流电阻｜晔豎㩎⪀첗悀챶葺㍓譻ꇿ屦其稳定电压为。试说明电路工作原理｜晵㭑勇葬拿屦导出振荡频率和占空系数的表达式。
	9． 一放大电路如图(a)所示｜晑癎ⵔ豾쑢၎N⪖왵㕧腞♒٭䅵㖖㬀⡖﹎萀刀㈀⥶葙ൔ屢管。已知：和均工作于放大区｜晔豛漏ꑭ䅏왏屷ʋ핬䊋㹙❵㖍葔豶蒈梏빟༰�
	10．电路如图(a)所示。已知：｜晗㩥䡞鑻ꅶ蓿屦。试求该电路的上限截止频率。


	中国矿业大学｜打ᝎ곿屴839模拟电子技术考研冲刺五套模拟题
	2024年模拟电子技术基础五套冲刺模拟题及详细答案解析｜扎ÿ屴
	1． FET放大电路及其转移特性如图所示。设调到。求：
	2． 为了提高集成运放的开环差模电压增益｜晞㢑익⡙ꝶꖀ♔屢放大电路。如图所示为以差动放大电路作输入级｜晞癔谠᱑煜РᴰĠ᱑熖옠ᵥ㹙❵㖍쑢ၶ葙ꝥ㹙❵㖍ʖ鍑敥屦常采用调节的方法以实现输出为零｜暕�
	3． 某功率放大电路如图所示｜暋빶蒙煔豓讖䵓쪗奠ť葻ꆀﵵ敎උꇿ屦试求：
	4． 请分析图所示电路输出和输入电压之间的关系。
	5． 桥式整流电路如图所示｜暉腬䊏鍑勇䅵㕓譎㨀㈀㔀囿屦输出直流电流为200mA。试问：
	6． 一阻容耦呜扙ꝥ㹙❵㖍艖﹢䁹㨰ɝ�
	7． 电路如图(a)所示。已知：｜晗㩥䡞鑻ꅶ蓿屦。试求该电路的上限截止频率。
	8． 电路如下图(a)所示｜晦癏卻ꅶ萰�
	9． 试论当开环电压增益、输入电阻为杜璖偐㳿屦对反相放大器闭环增益杜瑏啟煔췿ᾋ뻿屦试算出实际的(记为)与理想的的相对误差。
	10．已知某场效应管的｜暋핵㭑懲ꅶ蒏汹ﭲ祠❦뿿屦并计算在时的。

	2024年模拟电子技术基础五套冲刺模拟题及详细答案解析｜扎賿屴
	1． LC乜瑺ལ⾃慖桶葎ꑭ䅻䥥䢐艎ୖ﹢䁹㫿屦试确定各电路振荡频率所处的范围及电路元件参数应满足的条件。
	2． 由乜瑺왢ၺ㍓譖栀㜀㠀　㕓쪖왢ႏ큥㹧葢ၶ葓͟ྲྀ䅺㍓譵㕮遵㖍艖﹢䁹㨰ʋ핬䋿�
	3． 电路如图1所示。其中运放、稳压管和稳压管均为理想器件。设起始态。t=0时开关K处于位置“1”｜晟匀琀㴀㈀獥屦突然转接到位置“2”上。试画出输出电压的波形｜晨ݬ玕灣滿屦并求出输出电压为零的时间和输出电压等于5V时的时间。
	4． 如图所示电路为自动控制系统中常用到的PID调节器｜暋핒٧邏鍑斏鍑冀㕓譑獼ﭶ葥�梏빟༰�
	5． 一负反馈放大电路如图(a)所示。已知：｜晔ѵ㕛륛漏ꑭ䅏왏屷屦
	6． 杜瑑煜є豑煗冀㖍艎ୖ︀⠀愀⤰Ā⠀戀⥢䁹㨰ɝ屴个电路的乜瑧腻ꅓ쉥灶屦：
	7． 电路如下图所示。设集成运放和的性能理想。
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	1． 一矩形波产生电路如图(a)所示。已知：集成运放A的性能理想｜晸䕺㍓譻ꅶ葺㍛驵㕓謰ū捔ᅛﲐᩥ葵㕓讖䴰Œꡠŵ㖖㭓ﵵ旿屦为一数值已知的参考电压。试求：
	2． 一放大电路如图(a)所示｜晑癎ⵔ豾쑢၎N⪖왵㕧腞♒٭䅵㖖㬀⡖﹎萀刀㈀⥶葙ൔ屢管。已知：和均工作于放大区｜晔豛漏ꑭ䅏왏屷ʋ핬䊋㹙❵㖍葔豶蒈梏빟༰�
	3． 放大电路如下图(a)所示｜晗⡎屴极管输出特性上作出的直流负载线和交流负载线如图(b)所示。试求：
	4． 一放大电路如图(a)所示。已知：｜晏遑薖㭎㩸䕻ꇿ屦｜替屦。试求：
	5． 电路如图所示｜晝葧屴效值为20V｜普㕛릍덙Ὑ⟿屦电网电压波动范围为｜暏鍑冀㕓诿屦负载电流的变换范围为的稳定电压｜晎㍓譻ꅵ㕭䅑䆋롶葓�ᚃ͖㨰�
	6． 某双入单出长㹟ཝꡥ㹙❖桙艖﹢䁹㫿屦已知｜晎屴极管的｜暋햋ꅻ響�
	7． 设图中乜瑧腻ꄀ呶葛漏ꑭ䅏왎㩷屦。
	8． 下图的两个参数相呜晶蒕ᝎ豧腻ꅗ⡛ꑮ⥥屦反向饱和电流为｜替屦反向击穿电压19.8V｜晬䉵㖍葵㕭䄀䥔豔ѻꅢ䁭袀葒齳蜰�
	9． 试解释失调电压、失调电流及其温漂的影响。设实际运放在时的；反相运算放大器的电路参数为。试分别求时由和所引起的输出误差电压。
	10．利用密勒定理计算图(a)所示电路的、和｜暋빎屴极管的D。(1)估算。
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	1． 一个不对称(幅度是对称的)方波发生器如图(a)所示。它是在迟滞比较器的基础上｜晘鹒ꁎ虎N⩵ㅢᙾ쑢ၶ葹ٵ㖍屦输出电压经反馈到运放的反相端。图中R为限流电阻｜晔豎㩎⪀첗悀챶葺㍓譻ꇿ屦其稳定电压为。试说明电路工作原理｜晵㭑勇葬拿屦导出振荡频率和占空系数的表达式。
	1． 一个不对称(幅度是对称的)方波发生器如图(a)所示。它是在迟滞比较器的基础上｜晘鹒ꁎ虎N⩵ㅢᙾ쑢ၶ葹ٵ㖍屦输出电压经反馈到运放的反相端。图中R为限流电阻｜晔豎㩎⪀첗悀챶葺㍓譻ꇿ屦其稳定电压为。试说明电路工作原理｜晵㭑勇葬拿屦导出振荡频率和占空系数的表达式。
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	8． 以作前置放大的OTL电路如下图所示。已知：各晶体管的及二极管正向电压降均为及的值均很小｜晓쨀䍗䞍덙Ὑ⟿屦。
	9． 差动放大器如图所示。完全对称｜晔ю屴极管已知。
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	5． 杜瑎N⩹ٖ棿屦电路如图1(a)所示。电容器上的初始电压为｜暋핵㭑練⡖︀⠀戀⥾�驶蒏鍑敵㕓譏屵⡎୶蒏鍑冀㕓譬戰�
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	7． 电路如图(a)所示。已知：｜替屦控制电压在间连续可调。现设运放及二极管、均为理想器件｜晔ҏ큥㹶蒏鍑冀㕓譞䕐㱎㨰�
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	9． 为什么在共基极电路中集电极-基极反向饱和电流的变化对集电极电流的影响很小(相对于共射极电路聜暊�⧿ᾋ핬䉑祝煗逸腵㖍豖者驐佭䅟ད煜ѧ腵㖍葮⥞ꙺ㍛驼ﭥ瀀匀㵎㩙ᩜᇿ�
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